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●リニア領域と飽和領域をもつ直流特性

ジャンクションFET（JFET）のモデル

化では，まず直流特性を考えます．

ドレイン電圧-電流特性は図1に示すよ

うに，おのおののゲート電圧に対して，

ドレイン電流がゼロであるしゃ断領域，

ドレイン電流がドレイン電圧にほぼ正比

例するリニア領域，ドレイン電流がほぼ

一定な飽和領域に分けられます．

●しきい値とゼロ・バイアス・ドレイン

電流

ドレイン電流がゼロとなるゲート電圧

であるしきい値電圧とゲート電圧がゼロ

のときのドレイン電流であるゼロ・バイ

アス・ドレイン電流を使うと，ドレイン

電流は図2に示すように表されます．こ

れから，ドレイン電流はほぼゲート電圧

の変化の２乗に比例して変化することが

わかります．

この図2から，しきい値Vto，電流ゲイ

ンβが定義されます．

これらより，ジャンクションFETの

直流特性は図3に示すように，しゃ断領

域，リニア領域，飽和領域の三つの領域

に分けてモデル化されています．

●チャネル長変調効果

また，ドレイン電圧が増えるにつれて

ドレイン電流が微増するチャネル長変調

効果は，図3のλでモデリングされてい

ます．

●接合ゲートのモデル化

ドレイン電流を表すほかに，図3に示

すように，ゲート電極とチャネル間の接

合がダイオードと静電容量で表されてい

ます．
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